
문 의
특허심사1국

정밀화학심사과

과 장 반용병
042-481-3306

사무관 김광철

2016년 8월 31일(수) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다.

인터넷매체는 8월 30일(화) 낮 12시 이후 게재 바랍니다.

미래형 자동차 에너지 효율, 탄화규소로 높인다

- 전기차 핵심기술 탄화규소(SiC) 반도체, 핵심소재로 거듭나 -

# 일본 도요타자동차의 하이브리드 자동차모델인 ‘프리우스’ 모델은

탄화규소(SiC) 전력반도체를 적용하며 차량의 전력손실을 80% 줄이고

연비를 5% 이상 개선했다. 소재분야의 경쟁력이 제품경쟁력으로 직결된

사례다. 전기차, 하이브리드 자동차 등 전기·전자분야에서 에너지효율을

높이는 핵심소재인 탄화규소 전력반도체 기술이 국내에서도 꾸준하게

개발되고 있다.

□ 특허청(청장 최동규)에 따르면, 전기차, 하이브리드 자동차의 에너지

효율을 개선할 수 있는 탄화규소(SiC) 단결정 성장방법에 관련된

출원 건수는 최근 10년간 총 117건이며, ‘11년에 급격히 증가한 이후

완만한 성장세를 보이는 것으로 집계됐다.

ㅇ 지난 2006년 4건, 2007년 10건, 2008년 10건, 2009년 12건, 2010년 9건이

출원됐다. 2011년은 22건, 2012년 9건, 2013년 23건으로 두자릿수 이상

꾸준하게 출원되고 있다. [붙임1, 2]

탄화규소(SiC) 반도체 
 - 전력반도체는 전압과 전류를 조절하는 반도체다. 전력반도체는 전기차, 철도 등 

전력소비가 많은 다양한 기기에 사용된다. 전기차의 전력을 효율적으로 관리할 수 

있는 전기차의 핵심기술이다.  

 - 현재 전력반도체 소자는 실리콘(규소) 반도체가 대부분을 차지하고 있다. 실리콘반도체 

대비 전력도 줄이고, 열 발생도 적은 탄화규소(SiC) 전력반도체가 새롭게 주목받고 있다. 

탄화규소(SiC) 전력반도체는 전기차 등에서 약 5% 이상의 연비 절감 효과 등 에너지

효율성도 높다. 고온 · 고압을 견뎌야 하는 전력반도체나 공정장비 부품으로 장점이 많다.



□ 탄화규소(SiC) 단결정 성장방법 출원동향을 살펴보면, 승화법

59.0%(69건), 고온기상증착법 7.7%(9건), 용액성장법 33.3%(39건)로

나타나고 있으며, 상업화 초기부터 광범위하게 사용되고 있는

승화법이 과반수 이상을 차지하고 있다. [붙임2, 4]

ㅇ 승화법은 높은 성장온도에 따른 탄화규소(SiC) 결정결함제어의 어려움으로

인해 정체추세에 있다. 용액성장법은 비교적 낮은 온도(2100℃이하)에서

결함이 현저히 감소된 고순도·고품질의 단결정을 제조할 수 있다는

장점 때문에 ‘13년부터 급격히 증가하고 있다.

□ 국가별로는 한국(64건, 54.7%)과 일본(48건, 41.0%)이 지난 10년(06~15)간

주를 이루고 있다. 다출원 순위는 포스코그룹(21건), 도요타자동차(20건,

신닛테츠스미킨과 공동출원 8건 포함), 동의대학교(13건), SK이노베이션(8건) 등

순으로 조사됐다. [붙임3]

 
ㅇ 내국인 출원은 ‘초고순도 탄화규소(SiC) 소재사업단’의 1단계가 시작된

’10년 이후부터 증가하고 있으며, 이를 기점으로 누적건수는 외국인

출원을 넘어섰다.

□ 특허청 반용병 정밀화학심사과장은 “초고순도 SiC 재료는 고난이도

기술을 요구하지만, 반도체 산업을 한 단계 성장시키기 위해서는 반드시

확보해야하는 원천소재기술이다”라며 “향후 전기자동차/태양광용 에너지

소자 및 고순도 반도체 부품 분야로의 지속적인 시장선점을 위해서

차별화된 자체기술보유는 물론이고 지재권의 확보에도 관심을 가질

필요가 있다”라고 밝혔다.

[붙임1] 연도별 단결정 성장방법에 따른 출원동향

[붙임2] 단결정 성장방법의 출원건수와 비중

[붙임3] 국가별 출원비중 및 내외국인별 출원누적건수
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[붙임5] 반도체 재료 Si와 SiC의 각 물성값 비교



[붙임1] 연도별 단결정 성장방법에 따른 출원동향

[붙임2] 단결정 성장방법의 출원건수와 비중

(단위: 건수)

년도

성장방법
‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 합계

승화법 3 2 9 7 6 15 8 15 4 0 69

고온기상증착법 0 5 0 0 0 3 0 1 0 0 9

용액성장법 1 3 1 5 3 4 1 7 13 1 39

합계 4 10 10 12 9 22 9 23 17 1 117



[붙임3] 국가별 출원비중 및 내외국인별 출원누적건수



[붙임4] 주요 SiC 잉곳성장기술 개요

승화법 고온기상증착법 용액성장법

기술

개요 ·일반적으로 사용하는 기술

·원료를 고온에서 승화시켜 

종자결정(seed crystal) 

위에 응축하여 결정을 

성장시키는 방법 

원료가스를 열분해시켜서 

SiC 잉곳을 성장하는 

방법

용융액내에 종자결정을 

접촉하여 단결정을 

성장시키는 방법

잉곳성장

온도
2200~2700℃ 2100~2300℃ 1750~2100℃

* 출처 : Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials, 2016

[붙임5] 반도체 재료 Si와 SiC의 각 물성값 비교

* 출처 : 세라미스트, 제13권 제6호 (2010년 12월)


